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【はじめに】 GaNは現在の主流となっている Siに代わるパワーデバイス用半導体材料として期待されて

いる。その GaNは、一般に異種基板とのヘテロエピタキシャル成長によって作製され、GaN と異種基板と

の界面から高密度の転位が発生している。転位の発生を抑制する方法として GaN基板上の GaNのホモ

エピタキシャル成長が有効である。ハイドライド気相成長法（HVPE 法）は高品質な GaN 基板を得る成長

方法の一つであるが、更なる転位密度の低減が求められている。高密度の転位を低減するための代表

的な方法として選択成長法（SAG法）がある。そこで幅広いマスクを用いたSAG法では、成長領域を大幅

に限定することができ、劇的な転位低減が期待できる。しかしながら、HVPE 成長では、マスク上に GaN

が堆積する可能性が高くなることを我々は報告してきた [1]。このマスク上に堆積したGaNは SAG法によ

る転位低減の大きな妨げとなる。本研究は GaN テンプレート上への SiO2マスク成膜条件が、SiO2マスク

の品質及び HVPE法を用いた GaNの選択成長に与える影響について調査した。 

【実験・結果】 有機金属気相成長法（MOVPE法）を用いて c面サファイア基板上に GaNを成長させ、 

c面 GaNテンプレートを作製した。この基板上にプラズマ化学気相堆積法（PECVD法）を用いて、異なる

成膜温度で SiO2を成膜し、SiO2膜厚：0.2 µm、開口部幅：10 µm、マスク幅：490 µmの幅広い SiO2ストラ

イプマスクを形成した。その後、HVPE法によりGaNを選択成長させた。図 1にGaN成長後のGaN堆積

割合（SiO2マスク上に堆積した GaN が SiO2の表面積に占める割合）と SiO2表面粗さの PECVD 成膜温

度依存性を示す。図 1より、成膜温度の上昇に伴い SiO2表面粗さは小さくなり、GaN堆積割合も小さくな

っていることを確認した。次に PECVD の成膜温度を 350°C として、異なる膜厚で SiO2を成膜し、同様な

SiO2ストライプマスクを形成した。そして HVPE 法により GaN を選択成長させた。図 2 に GaN 成長後の

GaN堆積割合と SiO2表面粗さの SiO2膜厚依存性を示す。図 2より、SiO2膜厚が薄くなるに伴い SiO2表

面粗さは小さくなり、GaN堆積割合も小さくなっていることを確認した。これらの結果より SiO2マスク表面の

粗さは GaNの選択成長に影響する因子の一つであることが分かった。 
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図 1 GaN堆積割合と SiO2表面粗さ 
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図 2 GaN堆積割合と SiO2表面粗さ 

     の SiO2膜厚依存性 

0 0.5 1 1.5
0

5

10

15

0

5

10

S
iO

2
 S

u
rf

a
c
e
 r

o
u
g
h
n
e
s
s

(R
M

S
) 

[n
m

]

SiO2 Thickness[m]

G
a
N

 d
e
p
o
s
it
io

n
 r

a
te

[%
]

※Film forming temperature:350℃ 
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